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1 - Diyot:
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Dipatun Sembolu

Diyot tek yone elektrik akimini ileten bir devre elemanidir. Diyotun P kutbuna "Anot", N
kutbuna da "Katot" ad1 verilir. Genellikle AC akim1 DC akima doniistiirmek i¢in Dogrultmag
devrelerinde kullanilir. Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birlesiminden olusur. Bu
maddeler ilk birlestirildiginde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar iki
maddenin birlesim noktasinda bulusarak birbirlerini notrlerler ve burada "Notr" bir bolge
olusturular. Yandaki sekilde Notr bolgeyi gorebilirsiniz. Bu nétr bolge, kalan diger elektron
ve oyuklarin birlesmesine engel olur. Yandaki sekilde diyotun semboliinii gorebilirsiniz.
Simdide diyotun dogru ve ters polarmalara karsi tepkilerini inceleyelim.

Dogru Polarma:
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Anot ucuna gii¢ kaynaginin pozitif (+) kutbu katot ucunada gii¢ kaynaginin negatif (-) kutbu
baglandiginda P tipi maddedeki oyuklar gii¢ kaynaginin pozitif (+) kutbu tarafindan, N tipi
maddedeki elektronlar da gii¢ kaynaginin negatif (-) kutbu tarafindan itilirler. Bu sayede
aradaki notr bolge yikilmis olur ve kaynagin negatif (-) kutbunda pozitif (+) kutbuna dogru bir
elektron akis1 baglar. Yani diyot iletime ge¢mistir. Fakat diyot notr boliimii agsmak i¢in diyot
tizerinde 0.6 Voltluk bir gerilim diistimii meydana gelir. Bu gerilim diigiimii Silisyumlu
diyotlarda 0.6 Volt, Germanyum diyotlarda ise 0.2 Volttur. Bu gerilime diyotun "Esik
Gerilimi" ad1 verilir. Birde diyot {izerinde fazla akim gecirildiginde diyot zarar goriip
bozulabilir. Diyot {izerinden ge¢en akimin diisiiriilmesi i¢in devreye birdr seri direng
baglanmustir. Ideal diyotta bu gerilim diisiimii ve s1zint1 akimi1 yoktur.

Ters Polarma:
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Diyotun katot ucuna giig kaynaginin pozitif (+) kutbu, anot ucuna da gii¢ kaynaginin negatif
(-) kutbu baglandiginda ise N tipi maddedeki elektronlar giic kaynaginin negatif (-) kutbu
tarafindan, P tipi maddedeki oyuklarda gii¢c kaynaginin pozitif (+) kutbu tarafinda cekilirler.
Bu durumda ortadaki notr bolge genisler, yani diyot yalitima ge¢mis olur. Fakat Azinlik
Tasiyicilar boliimiindede anlattigimiz gibi diyota ters gerilim uydulandiginda diyot yalitimda
iken ¢ok kiiclik derecede bir akim geger. Bunada "Sizinti Akimi" adi verilir. Bu istenmeyen
bir durumdur.
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2 - Zener Diyot:
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Zener Dipotun Sembolu

Zener diyotlar normal diyotlarin delinme gerilimi noktansindan faydalanilarak yapilmstir.
Zener diyot dogru polarmada normal diyot gibi calisir. Ters polarmada ise zener diyota
uygulanan gerilim "Zener Voltaj1" 'min altinda ise zener yalitima geger. Fakat bu voltajin
lizerine ¢ikildiginda zener diyotun iizerine diigen gerilim zener voltajinda sabit kalir.
Uzerinden gegen akim degisken olabilir. Zenerden arta kalan gerilim ise zenere seri bagl olan
direncin iizerine diiser. Uretici firmalar 2 volttan 200 volt degerine kadar zener diyot iiretirler.
Zener diyotlar voltaj1 belli bir degerde sabit tutmak i¢in yani regiile devrelerinde kullanilir.
Yan tarafta zener diyotun simgesi, dig goriiniisii ve ters polarmaya kars1 tepkisi goriilmektedir.

3 - Tunel Diyot:
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Tunel Divatun Semballi

Saf silisyum ve Germanyum maddelerine dafazla katki maddesi katilarak Tunel diyotlar imal
edilmektedir. Tunel diyotlar ters polarma altinda galisirlar. Uzerine uygulanan gerilim belli bir
seviyeye ulasana kadar akim seviyesi artarak ilerler. Gerilim belli bir seviyeye ulastiktan
sonrada {lizerinden ge¢en akimda diisiis goriiliir. Tunel diyotlar bu diisiis gosterdigi bolge
icinde kullanilirlar. Tunel diyotlar yiiksek frekansli devrelerde ve osilatorlerde kullanilir. Yan
tarafta tunel diyotun sembolii ve dis goriiniisii goriilmektedir.



4 - Varikap Diyot:
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Yarkap Divatun Sembolii

Bu devre elemanini size anlatabilmem i¢in ilk 6nce 6n bilgi olarak size kondansatérden
bahsetmem gerekecek. Kondansatoriin mantig, iki iletken arasinda bir yalitkan olmasidir. Ve
bu kondansatdérdeki iletkenlerin arasindaki uzaklik artirilarak ve azaltilarak kapasitesi
degistirilen kondasatdrler mevcuttur. Fakat bunlarin bir dezanataji var ki bu da ¢ok maliyetli
olmasi, ¢cok yer kaplamas1 ve elle kumanda edilmek zorunda olmasi. Bu kondansator tiiriine
"Variable Kondansator" diyoruz. Simdi varible kondansatorlere her konuda {istiin gelen bir
rakip olan "Varikap Diyotu" anlatacagim. Varikap diyot, uclarina verilen gerilime oranla
kapasite degistiren bir ayarli kondansatordiir ve ters polarma altinda ¢aligir. Boyut ve maliyet
olarak variable kondansatorlerden cok ¢ok kullanislidir. Diyot konusunda gordiigiiniiz gibi
diyot da kondansator gibi iki yar1 iletken maddenin arasinda ndtr bolge yani yalitkandan
olusur.Yan tarafta goriildiigii gibi iizerine uygulanan ters polarma gerilimi arttig taktirde
aradaki notr bolge genisliler. Bu da iki yar iletkenin aralarindaki mesafeyi arttirir. Boylece
diyotun kapasitesi diiger. Gerilim azaltildiginda ise tam tersi olarak notr bolge daralir ve
kapasite artar. Bu eleman televizyon ve radyolarin otomatik aramalarinda kullanilir.

5 - Sotki (Schottky) Diyot:

Anot .—» F.atot

Satki Divotun Sembolu

Normal diyotlar ¢cok yiiksek frekanslarda {izerine uygulanan gerilimin yon degistirmesine
karsilik veremezler. Yani iletken durumdan yalitkan duruma veya yalitkan durumdan iletken
duruma gegemezler. Bu hizli degisimlere cevap verebilmesi igin sotki diyotlar imal edilmistir.
Sotki diyotlar normal diyotun n ve p maddelerinin birlesim yezeyinin platinle kaplanmasindan
meydana gelmistir. Birlesim yiizeyi platinle kaplanarak ortadaki n6tr bolge inceltilmis ve
akimin notr bolgeyi asmasi kolaylagtrilmistir.

6 - Led Diyot:
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Ledin Sembalii

Led 151k yayan bir diyot tiiriidiir. Lede dogru polarma uygulandiginda p maddesindeki
oyuklarla n maddesindeki elektronlar birlesim yilizeyinde nétrlesirler. Bu birlesme aninda
ortaya ¢ikan enerji 151k enerjisidir. Bu 15181n gbzle goriilebilmesi i¢in ise p ve n maddelerinin
birlesim yiizeyine "Galyum Arsenid" maddesi katilmistir. Ledlerin, yesil, kirmizi, sar1 ve
mavi olmak tizere 4 cesit renk secenegi vardir.

7 - infraruj Led:
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infrari Ledin Sembolii

Infraruj led, normal ledin birlesim yiizeyine galyum arsenid maddesi katilmamus halidir. Yani
goriinmez (mor Otesi) 1g1ktir. infraruj ledler televizyon veya miizik setlerinin kumandalarinda,
kumandanin géndedigi frekansi televizyon veya miizik setine iletmek icin kullanilir.
Televizyon veya miizik setinde ise bu frekansi alan devre elemanina "Foto Diyot" denir.
Infraruj led ile normal ledin sembolleri aymdir.

8 - Foto Diyot:
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Foto Divotun Sembolu

Foto diyotlar ters polarma altinda kullanilirlar. Dogru polarmada normal diyotlar gibi iletken,
ters polarmada ise n ve p maddelerinin birlesim ylizeyine 151k diisene kadar yalitkandir.
Birlesim yiizeyine 151k diistiigiinde ise birlesim yiizeyindeki elektron ve oyuklar agiga ¢ikar ve
bu sekilde foto diyot lizerinden akim gegmeye baslar. Bu akimin boyutu yaklasik 20
mikroamper civarindadir. Foto diyot televizyon veya miizik setlerinin kumanda alicilarinda
kullanilir.

9 - Optokuplérler:
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Optokuplorler i¢inde bir adet foto diyot ve bir adet de infaruj led barindiran bir elektronik
devre elemanidir. Bu infaruj led ve foto diyotlar optokuploriin icerisine birbirini gérecek
sekilde yerlestrilmislerdir. infraruj ledin uclarina verilen sinyal aynen foto diyotun uclarindan
aliir. Fakat foto diyotun uglarindaki sinyal ¢ok ¢ok diisiik oldugu i¢in bir yiikseltecle
yiikseltilmesi gerekir. Bu devre elemaninin kullanim amaci ise bir devreden diger bir devreye,
elektriksel bir baglant1 olmaksizin bilgi iletmektir. Aradaki baglanti 1siksal bir baglantidir.

10 - Transistor:



Tansistorler PNP ve NPN transistorler olarak iki tiire ayrilirlar. NPN transistorler N, P ve N
yar1 iletken maddelerin birlesmesinden, PNP transistorler ise P, N ve P yar1 iletken
maddelerinin birlesmesinden meydana gelmislerdir. Ortada kalan yar1 iletken madde
digerlerine gore ¢ok incedir. Transistdrde her yali iletken maddeden disar1 bir ug
cikartilmistir. Bu uglara "Kollektor, Beyz ve Emiter" isimlerini veriyoruz. Transistor beyz ve
emiter uclarina verilen kiigiik ¢aptaki akimlarla kollektor ile emiter uglar1 arasindan gecen
akimlar1 kontrol ederler. Beyz ile emiter arasina verilen akimin yaklagik %1 'i beyz lizerinden
geri kalani ise kollektor lizerinden devresini tamamlar. Transistorler genel olarak yiikseltme
islemi yaparlar. Transistorlerin katalog degerlerinde bu yiikseltme kat sayilar1 bulunmaktadir.
Bu yiikseltme katsayisinin birimi ise "Beta" 'dir. Simdide NPN ve PNP tipi transistorleri ayri
ayr1 inceleyelim.

a) - NPN Tipi Transistor:
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NPN tipi transistorler N, P ve N tipi yar1 iletkenlerinin birlesmesinden meydana gelmistir.
Sekilde goriildiigi gibi 1 nolu kaynagin (-) kutbundaki elektronlar emiterdeki elektronlari
beyze dogru iter ve bu elektronlarin yakalasik %1 'i beyz lizerinden 1 nolu kaynagin (+)
kutbuna, geri kalani ise kollektor tizerinden 2 nolu kaynagin (+) kutbuna dogru hareket
ederler. Beyz ile emiter arasindan dolasan akim cok kiiciik, kollektdr ile emiter arasindan

dolasan akim ise biiyiiktiir. Yan tarafta NPN tipi transistoriin sembolii ve i¢ yapisi
goriilmektedir.

b) - PNP Tipi Transistor:
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PNP tipi transistorler P, N ve P tipi yar1 iletkenlerinin birlesmesinden meydana gelmistir.
Sekilde goriildiigli gibi 1 nolu kaynagin (+) kutbundaki oyuklar emiterdeki oyuklar1 beyze
dogru iter ve bu oyuklarin yakalasik %1 'i beyz tizerinden 1 nolu kaynagin (-) kutbuna, geri
kalan1 ise kollektor {izerinden 2 nolu kaynagin (-) kutbuna dogru hareket ederler. Beyz ile



emiter arasindan dolasan akim ¢ok kiiciik, kollektor ile emiter arasindan dolagan akim ise
biiyiiktiir. Yan tarafta PNP tipi transistoriin sembolii ve i¢ yapist goriilmektedir.

11 - Foto Transistor:
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Foto transistoriin normal transistorden tek farki, kollektor ile emiter arasindan gecen akimi
beyz ile degilde, beyz ile kollektoriin birlesim yiizeyine diisen mor 6tesi 151kla kontrol ediliyor
olmasidir. Foto transistor devrede genelde beyz ucu bosta olrak kullanilir. Bu durumda
lizerine 151k diistiigiinde tem iletimde diismediginde ise tam yalitimdadir. Foto transistoriin
kazanci beta kadar oldugu i¢in foto diyotlardan daha avantajhidir. Yan tarafta foto transistoriin
sembolii goriilmektedir.

12 - Thyristor:
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Thyristor Semboll

Thyristér mantik olarak yandaki sekildeki gibi iki transistoriin birbirine baglandigi gibidir.
Thyristoriin anot, katot ve gate olmak {izere ii¢ ucu bulunmaktadir. Gate ucu tetikleme ucudur.
Yani anot ile katot iizerinde bir gerilim varken (Anot (+), katot (-) olmak sart1 ile) gate ile
katot uclar1 arasina bir anlik (Gate (+), katot (-) olmak sart1 ile) akim uygulanip cekildiginde
thyristoriin anot ile katot uglari arasi iletime geger. Anot ile katot arasindaki gerilim "Tutma
Gerilimi" 'nin altina diismedigi siirece thyristor iletimde kalir. Thyristorii yalitima sokmak
icin anot ile katot arasindaki akim kesilir veya anat ile katot uclar1 bir anlik kisa devre yapilir.
Veya da gate ile katot arasina ters polarma uygulanir. Yani gate ucuna negatif gerilim
uygulanir.

13 - Diyak:
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Divakin Sembolii

Diyak cift yonde de ayn1 gorevi goren bir zener diyot gibi ¢ahisir. Diyakin lizerine uygulanan
gerilim diyak geriliminin altinda iken diyak yalitimdadir. Uzerinden sadece sizint1 akimi
gecer. Uzerine ukgulanan gerilim diyak geriliminin istiine ¢iktiginda ise siyak iletime geger.



Fakat iletime gecer ge¢mez diyakin uglarindaki gerilimde bir diigiis goriiliir. Bu diisiis degeri
diyak geriliminin yaklasik %20 'si kadardir. Diyakin iizerine uygulanan gerilim diyak
geriliminin altina da diisse diyak yine de iletimde kalir. Fakat diyaka uygulanan gerilim diisiis
anindan sonraki gerilim seviyesinin altina diisiiriildiigiinde diyak yalittima gecer. Diyak iki
yondeki uygulanan polarmalarda da ayni tepkiyi verecektir. Diyakin bu 6zelliklerinin olma
sebebi alternatif akimda kullanilabilmesidir.

14 - Triyak:

Trivakin Sermbilii

Triyaklar da tristorlerin alternatif akimda ¢alisabilen tiirleridir. Triyakin olusumunda birbirne
ters yonde bagli iki adet tristor bulunmaktadir. Yan tarafta bu birlesim goriilmektedir.
Herhangi bir alternatif akim devresindeki bir triyakin A1 ucuna (+) A2 ucuna da (-) yonde
akim geldiginde birinci tristdr, tam tersi durumda ise ikinci tristor devreye girecektir. Bu
sayede triyak alternetif akimin iki yoniinde de iletime ge¢mis olur. Triyak yiiksek giiclii ve
alternatif akim devrelerinde gii¢ kontrol elemani olarak kullanilir.

15 - JFet Transistor:

Jfet transistdrler normal transistorlerle ayni1 mantikta calisirlar. Ug adet uca sahiptir. Bunlar
Kap1 (G)(normal transistoriin beyzi), oyuk (D)(normal transistoriin kollektorii) ve kaynak (S)
'dir. Normal transistorle jfet transistor arasindaki tek fark, normal transistoriin kollektor emiter
arasindaki akimin, beyzinden verilen akimla kontrol edilmesi, jfet transistoriin ise geytinden
verilen gerilimle kontrol edilmesidir. Yani jfetler gate ucundan hi¢ bir akim ¢cekmezler. Jfet'in
en onemli 6zelligide budur. Bu 6zellik icerisinde ¢ok sayida transistor bulunduran
entegrelerde 1sinma ve akim yoniinden biiyiik bir avantaj saglar. Normal transistorlerin NPN
ve PNP ¢esitleri oldugu gibi jfet transistorlerinde N kanal ve P kanal olarak cesitleri
bulunmaktadir. Fakat genel olarak en ¢cok N kanal jfetler kullanilir. Asagida jfetin i¢ yapisi ve
sembolii gorilmektedir.

a) N Kanal JFet Transistor:
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Yandaki grafikte goriildiigii gibi n kanal jfet transistorler iki adet P ve bir adette N maddesinin
birlesiminden meydana gelmistir. Fetin gate ucuna uygulanan gerilim ile D ve S uclari
arasindaki diren¢ degeri kontrol edilir. Gate ucu 0V tutuldugunda, yani S ucuna
birlestirildiginde P ve N maddeleri arasindaki ndtr bolge genislemeye baglar. Bu durumda D
ve S uclar1 arasindan yiiksek bir akim akmaktadir. D ve S uclar1 arasina uygulanan gerilim
seviyesi arttirildigi taktirde ise bu notr bolge daha da genislemeye baslar ve akim doyum
degerinde sabit kalir. Gate ucuna eksi degerde bir gerilim uygulanmasi durumunda ise ndtr

bolge daralir. Akim seviyesi de gate ucuna uygulanan gerilim seviyesine bagli olarak
diismeye baslar. Bu sayede D ve S uclarindaki direng degeri yiikselir.

b) P Kanal JFet Transistor:

P f.anal Fet Tranzistor
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P kanal fetlerin ¢caligma sistemide N kanal fetlerle aynidir. Tek farki polarizasyon yoniiniin ve
P N maddelerinin yerlerinin ters olmasidir. Yani gate ucuna pozitif yonde polarizasyon
verdigimizde D ve S uclari arasindaki direng artar, akim diiser. Gate ucu 0V iken ise akim
doyumdadir.

16 - Mosfet:

Mosfetlerde fetler gibi N kanal ve P kanal olarak ikiye ayrilirlar. Mosfetler Asagidaki sekilde
goriildiigi gibi biiyiik bir govde olan P maddesi (SS) oluk ve kaynak kutuplarina bagl iki adet
N maddesi. Ve yine kanal bolgesini olusturan bir N maddesi daha. Birde kanal ile arasinda
silisyumdioksit (Si02) maddesi bulunan kap1 konnektorii bulunmaktadir. Bu madde n kanal
ile kap1 arasinda iletimin olmamasini saglar. P maddesinden olusan gévde bazi mofetlerde



icten S kutbuna baglanmis, baz1 mosfetlerde de ayr1 bir uc olarak disar1 ¢ikarilmigtir.
Mosfetler akim kontrolii fetlerden biraz farklidir. Mosfetler bazi 6zelliklerine gore ikiye
ayrilirlar, bunlar ;"Deplesyon (Depletion)" ve "Enhensment" tipi mosfetlerdir. Bu iki tip
mosfeti simdi ayr1 ayr1 inceleyelim.

a) Deplesyon:

Yandaki garafikten de anlasilacagi gibi mosfetin gate kutbuna OV verildiginde (yani S kutbu
ile birlestirildiginde) S ve D kutuplar1 arasindan fetlerdeki gibi bir akim akmaya baslar. Gate
kutbuna negatif yonde yani -1V uygulandiginda ise gate kutbundaki elektronlar kanaldaki
elektronlart iter ve p tipi maddeden olusan gévdedeki oyuklarida ¢eker. Bu itme ve ¢ekme
olaylarindan dolay1 kanal ile govdedeki elektron ve oyuklar birleserek notr bolge olustururlar.
Gate 'e uygulanan negatif gerilim artirildiginda ise notr bolge dahada genisler ve akimin
gecmesine engel olur. Gate kutbuna pozitif yonde gerilim uygulandiginda gate kutbundaki
oyuklar, govdedeki oyuklari iter, kanaldaki elektronlari ise ¢eker fakat aradki silisyumdioksit
madde nedeniyle gate kutbundaki oyuklarla elektrinlar birlesemez. Bu sayede kanal genisler
ve gecen akim daha da artar. Iste bu gate kutbunan uygulanan pozitif gerilimle akimin
artirllmasina "Enhensment", negatif gerilim uygulayarak akim diisiiriilmesinede "Deplesyon"
(Depletion) diyoruz. Bu béliimde Deplesyon tipi mosfetlerin N kanal olan tiirlinii agikladik. P
kanal olan tipi N kanalin, polarma ve yariiletkenlerin yerleri bakimindan tam tersidir.

b) Enhensment:

Enhensment tipi mosfetleri, Deplesyon tipi mosfetlerden ayiran en 6nemli 6zellik yantarafta
da gorildiigii gibi N tipi kanalin bulunmamasidir. Bu kanalin bulunmamasi nedeni ile gate
kutbuna OV uygulandiginda S ile D uglar1 arasindan hig bir akim gegmez. Fakat gate kutbuna
+1V gibi bir pozitif gerilim uygulandiginda gate kutbundaki oyuklar gévdedeki oyuklart iter.
Bu sayede S kutbundan gelen elektronlara D kutbuna gitmek i¢in yol agilmis olur. S ve D
kutuplar1 arasindan bir akim gegmeye baslar. Bu boliimde Enhensment tipi mosfetlerin N
kanal olan tiiriinii acikladik. P kanal olan tipi N kanalin, polarma ve yariiletkenlerin yerleri
bakimindan tam tersidir.

1 - Direng:
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Direncin kelime anlami, birseye karsi gosterilen zorluktur. Devre elemani olan direngte
devrede akima kars1 bir zorluk gostererek akim sinirlamasi yapar. Direncin birimi "Ohm" 'dur.
1,000 ohm = 1 Kilo ohm, 1,000,000 ohm = 1 Mega ohm ve 1,000,000,000 ohm = 1 Giga
ohm. Direncin degeri iizerine renk kodlar ile yazilmistir. Yan tarafta goriilen direncin
renkleriri soldan baslayarak, sar1, mor, kirmizi ve altindir. Soldan 1. renk 1. say1y1, 2. renk 2.
say1y1, 3. renk ¢arpan sayiy1 ve 4. renkte toleransi gosterir. Tablodan bakildiginda sar1 4'e,
mor 7'e ve kirmizida ¢arpan olarak 10 iizeri 2'ye esittir. Bunlar hesaplandiginda ilk iki say1
yanyana konur ve {igiincii ile ¢arpilir. Tolerans direncin degerindeki oynama alanidir. Mesela
yandaki direncin toleransi %5 ve direncin degeri de 4.7 Kohm'dur. Tolerans bu direncin
degerinin 4.7 Kohm'dan %S5 fazla veya eksik olabilecegini belirtir. Birde 5 renkli direngler
vardir. Bunlarda ilk ii¢ renk say1 4. renk ¢arpan, 5. renk ise toleranstir. Direngler normalde
karbondan {iretilirler fakat yiiksek akim tagimasi gereken direncler telden imal edilirler.
Ayrica direngler sabit ve ayarl direngler olmak iizere ikiye ayrilirlar. Ayarli direnglerden
"Potansiyometre" siirekli ayar yapilan yerlerde, "Trimpot" ise nadir ayar yapilan yerlerde
kullanilirlar.

Diren¢ Baglant1 Tiirleri

a) Seri baglanti:

2
A1 1005
Rz 3300
A3 10kKS
R4 22K0
B

Yan taraftaki resimde dort adet direncin birbirine seri baglanmis durumu goriilmektedir. A ve
B uclarindaki toplam diren¢ degerinin heaplama formiilii, RToplam = R1 + R2 + R3 + R4
seklindedir. Yani 100 ? + 330 ? + 10 K? + 2.2 K? = 12.430 K? 'a buda 12,430 ?'a esittir.

Sayfa Basi

b) Paralel baglanti:

R1 100

Paralel baglantida ise formiil 1 / RToplam=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+(1/R4)
seklindedir. Fakat islemler yapilmadan 6nce Tiim degerler ayn1 yani ohm, K? veya M? cinsine
dontstiirilmelidir. 10 K? = 10,000 ?, 2.2 K? = 2,200 ?. Simdide hesaplamay1 yapalim. 1 /
RToplam=(1/100?)+(1/330?)+(1/10,000?)+(1/2,200 ?) bu esitlige gore, 1/
RToplam = ( 0.01 ) +(0.003 ) + ( 0. 0001) + ( 0.00045) => 1/ RToplam = 0.01355 yine bu
esitlige gore RToplam =1/ 0.01355 bu da 73.8 ?'a esittir.



2 - Potansiyometre:

Faotansivometre

Potansiyometre devamli ayar yapilmast i¢in tiretilmis bir ayal direng tiiriidiir. radyo ve
teyiplerde ses yiiksekligini ayarlamak icin kullamlir. Ug bacaklidir. 1 ve 3 nolu uglar arasinda
sabit bir diren¢ vardir. Ortadaki ug ise 1 nolu ug ile 3 nolu u¢ arasinda hareket eder. 1 nolu
ucala arasindaki diren¢ azaldikc¢a 3 nolu ug arasindaki direng artar.

3 - Trimpot:

Trimpot

Trimpot ise devrenin i¢inde kalir ve sabit kalmas1 gereken ayarlar i¢in kullanilir. Mantig1
potansiyometre ile aynidir.

4 - Foto Diren¢ (LDR) :

S

—

Faota Direni

Foto direng tlizerine diisen 151k siddetiyle ters orantil1 olarak, 151k siddeti arttiginda direnci
diisen, 151k siddeti azaldiginda ise direnci artan bir devre elemanidir. Foto direng AC ve DC
akimda ayni ozellikleri gosterir. Yan tarafta foto direncin sembolii goriilmektedir.

Ntc direnci 1s1yla kontrol edilen bir direng tiiriidiir. Ntc 1s1la ters orantili olarak direng
degistirir. Yani 1s1 arttikca ntcnin direnci azalir. Is1 azaldik¢a da ntenin direnci artar. Yan
tarafta NTC 'nin sembolii goriilmektedir.

6-PTC:

— T

FTC




Ptc ise ntcnin tam tersidir. Istyla dogru orantili olarak direnci degisir. Yani 1s1 artik¢a direnci
artar, 1s1 azaldik¢a da direnci azalir. Yan tarafta PTC'nin sembolii goriilmektedir.

7 - Kondansator:

E lekkralitik:,
k.ondanzator

1
T

F.utupsuz
K.ondanzator

Kondansator mantig1 iki iletken arasina bir yalitkandir. Kondansatorler igerisinde elektrik
depolamaya yarayan devre elemanlaridir. Kondansatére DC akim uygulandiginda
kondansator dolana kadar devreden bir akim aktig1 i¢in iletimde kondansatdr dolduktan
sonrada yalitimdadir. Devreden sizint1 akimi haricinde herhangi bir akim gegmez. AC akim
uygulandiginda ise akimin yonii devamli degistigi i¢in kondansator devamli iletimdedir.
Kondansatoriin birimi "Farat" 'tir ve "F" ile gosterilir. Faratin altbirimleri Mikro farat (uF),
Nano farat (nF) ve Piko farattir (pF). 1 F =1,000,000 pF, 1 pF =1,000 nF, 1 nF = 1,000 pF.
Simdide kondansatorlerin seri ve paralel baglanti sekillerini inceleyelim.

Kondansator Baglant1 Sekilleri

a) Seri baglanti:

&
LE C110uF
\l_j C222 uF

C C3 100 uF
I

Kondansatorlerin seri baglant1 hesaplamalari, direncin paralel baglanti hesaplariyla aynidir.
Yanda goriildiigii gibi A ve B noktalar1 arasindaki toplam kapasite
1/CToplam=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3) seklinde hesaplanir.
1/CToplam=(1/10pF )+ (1/22 uF)+(1/100 pF ) burdan da
1/ CToplam = 0,1 + 0,045 + 0,01

1/ CToplam = 0,155

CToplam=1/0,155

CToplam = 6.45 pF eder.

A ve B arasindaki elektrik ise

VToplam = V1 + V2 + V3 seklinde hesaplanir.

Bu elektrik kondansatdrlerin i¢cinde depolanmis olan elektriktir.

b) Paralel baglanti:



C110uF
E
1+

C222uF
A, = E
[JLEY
C2 100 uF
E
[JLEY

Kondansatorlerin paralel baglanti hesaplamalari, direncin seri baglanti hesaplariyla aynidir.
CToplam = C1 + C2 + C3 hesapladigimizda,

CToplam = 10 pF+ 22 pF + 100 uF

CToplam = 132 puF eder.

A ve B noktalari arasindaki elektrik ise

VToplam = V1 = V2 = V3 seklindedir.

Yani tiim kondansatdrlerin gerilimleride esittir.

8 - Bobin:

Y
B obin

Bir iletkenin ne kadar ¢ok egik ve biiziik bir sekilde ise o kadar direnci artar. Bobin de bir
silindir lizerine sarilmig ve dis1 izole edilmis bir iletken telden olusur. Bobine alternatif
elektrik akimi uygulandiginda bobinin etrafinda bir manyetik alan meydana gelir. Ayni1
sekilde bobinin ¢evresinde bir miknatis ileri geri hareket ettirildiginde bobind elektrik akimi
meydana gelir. Bunun sebebi miknatistaki manyetik alanin bobin telindeki elektronlar1 agiga
¢ikarmasidir. Bobin DC akima ilk anda direng gdsterir. Bu nedenle bobine DC akim
uygulandiginda bobin ilk anda yalitkan daha sonra iletkendir. Bobine AC akim
uygulandiginda ise akimin yonii devamli degistigi i¢in bir direng goterir. Bobinin birimi
"Henri" 'dir. Alt katlar1 ise Mili Henri (mH) ve Mikro Henridir (uWH). Elektronik devrelerde
kullanilan kii¢iik bobinlerin bosta duranlar1 oldugu gibi niive lizerine sarilmig olanlarida
mevcuttur. Ayrica bu niive iistiine saril1 olanlarin niivesini bobine yaklastirip uzaklagtirarak
calisan ayarli bobinlerde mevcuttur. Bobin trafolarda elektrik motorlarinda kullanilir.
Elektronik olarakta frekans tireten devrelerde kullanilir.



